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PRELIMINARY RESEARCHES REGARDING EDIBLE JET
PRINTING INKS

M. R. NEMTANU, M. BRASOVEANU

National Institute for Lasers. Plasma and Radiation Physics
111 Atomistilor Street, P.O. Box MG-36, RO-76 900 Bucharest-Magurele, Romania
mnemtanu@home.ro

The automatic reproduction of images with edible materials is a new method used lately to
decorate cakes. An important component of this technology is the ink.

The paper presents the results obtained by using different physical methods for analysis of
some jet printing inks types. The analysed inks were the Canon inks and edible inks from
Thailand. The main considered methods were the spectrocolourymetrical, rheological,
electrochemical. Choosing as a chromatic standard the Canon inks and for the
physicochemical properties the edible inks from Thailand, it was prepared a yellow edible
printing ink which was characterized by same methods.
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PUSKURTME YONTEMIYLE SnO,/CulnSe, INCE FiLM
GUNES PILLERI YAPIMI

A.YAMAN, R. ENGIN

Yiiziincii Y1l Universitesi, Fen Edebiyat Fakiiltesi, Fizik Bolimi, Vém

Bu caligmada, piiskiirtme yontemiyle SnO, ve CulnSe; ince filmleri cesitli alttaban
sicakliklarinda hazirlandi. Her ikisinin optik ve elektriksel ozellikleri incelendi ve bu
filmlerden heterokavsakli SnO,/CulnSe; ince film giines pilleri olusturuldu. SnO; nin optik
gecirgenliginin goriniir bolgede %80-94 arasinda, CulnSe;’nin ise % 0.2-15 arasinda
oldugu gozlendi. Boylece CulnSe; nin ¢ok iyi bir sogurucu oldugu goriildii. SnQO; ve
CulnSe; ince filmlerinin elektriksel 6zellikleri dort nokta 6lger aleti ile dlgiildii. SnO; ince
filminin ozdirenci 0.9-91.7 Q-cm, direnci 0.79x10%-79.6x10° Q. katman direnci de
0.36x10°-36.1x10°> ©/ olarak bulundu. CulnSe; ince filminin ise 6zdirenci 0.01-72.0 Q-
cm, direnci 0.96-9.7x10° Q ve katman direnci ise 0.04x10%-438.4x10> Q/ olarak saptand.
Sn0O, ve CulnSe; ince filmlerinden heterokavsakli SnO,/CulnSe; ince film giines pilleri
olusturuldu. Bu ince film giines pillerine giimiis boyasi ile kontaklar yapilarak agik devre
gerilimleri ve kisa devre akimlan Olgiildii. Agik devre geriliminin 2-3 mV arasinda, kisa
devre akiminn ise 1-2 pA arasinda oldugu goriildi.
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SAF VE KATKILIM - A"B" - M YAPILARIN ELEKTRIKSEL
*  ILETKENLIK OZELLILERI

H.MEMMEDOV, S.AYDOGU, H.ALYAR, S.ZEYREK, I.CENIKLI, T.CAKIR

Dumlupinar Universitesi Fen — Edebiyat Fakiiltesi Fizik Bolimi KUTAHYA

Tabakali AMBY! kristalleri fotoelektrik ve optik ozellilerinde anizotropiyle karakterize
olurlar. Bu kristallerin optik, fotoeletrik dzellikleri alaninda ¢ok sayida calisma yapilmistir
ve sonuglar optoelektronikte uygulanmaktadir. Kolaylkla alman ince tabakalarla MYM
(Metal — Yaniletken — Metal) yapilar elde edilebilir. Bu yapilarda lehimlerden yiik
tagiticilarin enjeksiyonu-gergeklestirilebilir. Yiik tagiyicilarin yeniden birlesimi sonucu 77
K’de elektroluminesans olay1 gergeklesmektedir. Bu yeniden birlesme eksiton diizeyinden

olur. Aym zamanda eksiton diizeyine uyanlmus elektronlara bagli valans bandindaki
bosluklar kristallerde eksiton fotoiletkenligine neden olur.

Calismamizda saf ve Ge, Se ve Sn katkili A"BY! Kristallere In, Te, Ag lehim yapilarak M
— A"BY! _ M yapilan elde edilmistir, 77 — 400 K sicaklik araliginda karanlik ortamda,
beyaz 151k ve lazer 1511 altinda I -V ve C -V odlgiimlerini yaptik. Fotovoltaik etkiler ve
bunlara bagh parametreleri aragtirdik. Farkli metal — yaniletken - metal kesisimleri akim
gerilim Karakteristigini inceledik. Dogrultma Difiizyon teorisine gore analizleri yaptik.
Deneysel sonuglann teoriyle uyumlu oldugunu gordiik.

Bu M — A"BY! _ M yapilanin temas bolgelerinde Shcottky tabakasi ve engeli olusur. Bu
tabakalar akimi dogrultma, yiiksek fotoiletkenlik ve fotovoltaik ozeililere sahiptir.
Enjeksiyon yoluyla kontaktan yamiletkene gegen elektronlar yaniletkenin tuzak
merkezlerinde yiiksek yogunlukta depolanabilir. Uygun dalga boylu lazer 151 ile bu
elektronlar yaniletkenin iletenlik bandina uyanldiginda iletkenlikte bitylik bir artig
meydana geldigi gozlendi.
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SEKIL HATIRLAMALI CuAl;; ¢NisMn; ALASIMINDA
DONUSUM AKTiVASYON ENERJiSININ HESABI

R. ZENGIN ve M. CEYLAN

Firat Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Fizik Bolimii, 23169 ELAZIG.

Sekil hatirlama olayi, belirli bir sicakhgin altinda deforme edilen bir alasimin aym
sicaklifin lzerine isitilmasi halinde, deformasyon Oncesi seklini geri kazanmasi olarak
bilinir. Sekil hatirlamal: alasimlar, termal cevrimler sonunda sekillerini tersinir olarak
yeniden kazanabilme 6zellikleri ve ters doniigiim esnasinda mekanik is tiretebildikleri igin,
bir ¢ok alanda uygulamaya konulmustur.

Sekil hatirlamali CuAly;sNisMn, alagimi, 900°C de B-faz bolgesinde 30 dakika
homojenlestirildikten sonra —3°C deki su iginde hizli olarak sogutuldu. Oda sicakhiginda
martensit halde bulunan alasimin termoelastik martensitik ddniigiim kinetikleri Shimadzu
DSC-50 termal analizorii ile belirlendi. Ileri ve geri doniisiim sicakliklan Kissenger
metodunda kullanilarak aktivasyon enerjisi hesabi yapildi. Sicaklik artisiyla numunedeki
kiitle degisiminin belirlenmesi amaciyla, 10°C/dk ve 30°C/dk olmak iizere iki farkl: 1sitma
ve sogutma hizinda termogravimetrik analiz (TGA) 6l¢iimleri alindi. Numunenin martensit
yapilarmin belirlenmesinde, Pme Olympus marka optik mikroskop ile alinan fotograflar
kullaniidi. incelemeler sonucunda, alasimin ileri doniisimde Apa=68,7°C lik sicakhik
maksimumuna ve geri déniisiimde Mpax=54,7°C sicakhk maksimumuna sahip oldugu,
ayrica diisiik 1sitma hizlarinda yiiksek oksitlenme oraninin oldugu tespit edildi.
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SEKIL HATIRLAMALI CuAl,Ni, (x=13,0 ve 13,5) ALASIMLARINDA
HIDROSTATIK BASINCIN DONUSUM KINETIiKLERI UZERINE
ETKiSi

R. ZENGIN, S. 0ZGEN, M. CEYLAN, S. KAZANC

Firat Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Fizik Boliimi, 23169 ELAZIG

Sekil hatirlamali bakir bazhi alagimlar, doniigiim Oncesi ve sonrast uygulanan zor
islemlerine gok duyarh olup, bu etkiler alasimlann kristalografik, morfolojik ve mekanik
ozelliklerinde veya diger doniisiim parametrelerinde onemli degisimlere sebep olabilir. Bu
caligmada, CuAlNig (x=13.0 ve 13,5) alagimlan, 930°C de f—faz bblgesinde 30 dakika
bekletildikten sonra —3°C deki suya atilarak sogutulmuslardir. Oda sicakliginda martensit
halde bulunan alasimlara; x=13,0 i¢in 48, 97, 181, 240 MPa ve x=13,5 igin 80, 210, 290,
600 MPa degerlerinde zorlar uygulanarak, martensit & austenit doniisim sicakliklarmnin
(As, As, M ve My) degisimi Shimadzu DSC-50 termal analizorii ile incelendi. Aynca,
alapimlann doniigiim sicakhify bolgesindeki elektriksel direng degisimi, dont ug (Kelvin
kopriisii) metodu ile belirlendi. Dort ug biriminden elde edilen analog degerler, Keithley-
2000 dijital multimetre ile bilgisayara aktarilarak degerlendirildi. Isil igleme tabi tutulan
alagimlardaki martensit yapimin incelenmesinde Jeol JSM-5600 taramali elektron
mikroskobu kullamldi. Sonugta, alasimlann déniisiim sicakliklaninin uygulanan zor ile
birlikte arttigy, ileri ve geri doniigiim tamamlanma sicakliklar: arasindaki histerisizin arttig
tespit edildi.
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TABAKALI A" B" KRISTALLERIYLE YAPILAN
METAL - YARILETKEN - METAL EKLEMLER

HMEMMEDOYV, E.UCGUN, S.AYPOCU, S.ZEYREK,H.ALYAR, I.CENIK,
C.TURKMEN

Dumlupinar Universitesi Fen — Edebiyat Fakiiltesi Fizik Bolimii KUTAHYA

A" BY! Kristalleri son yillarda yaygin olarak incelenmektedir. Bu kristaller genellikle
alisilmis Bridgman teknigiyle biiyiitiilmekte ve tabakali yapiya sahiptir. Tabakalar arasi
zayif van der Walls baglarindan dolay1 kolayca tabakalara ayrilabilmektedir. Tabakali
GaSe, GaTe ve onlarin alastmlan GaSe; Te, kristallerinin metallerle olusturduklan
eklemlerin fotoelektrik 6zelliklerini aragtirdik.

Bu maddelerle olusturulan, simetrik Metal — Yaniletken — Metal (MYM) ve antisimetrik
bicimindeki sistemler yapilarak fotoiletkenlik ozellikleri aragtirtlmistir. Bu maddelerin
bant yapisi, elektriksel iletkenligi ve fotoiletkenligi hakkinda bilgiler edinilmigtir. MYM
yap1 simetrik ve asimetrik olacak sekilde olusturulabilir. Simetrik yapilar numunenin her
iki ylizeyine de indiyum lehimlenerek veya glimis ¢ozeltisi ile elde edilir. Antisimetrik
yap1 farkh metaller segilerek M;-A™BY'- M, biciminde elde edilmistir.

Isik ve sicakligin metal — yaniletken yiizeyler arasinda olusan tilkenmis bolge genigligine,
serbest tasiyict yiik yogunluguna, olan etkisi incelenmistir. Metal — yaniletken ylizeyler
arasinda olusan eklemlerin parametreleri Kapasitans — Voltaj, Kapasitans - Sicaklik ve
Kapasitans — Frekans Ol¢timleri arasunlmstir.  Akim — Voltaj 6l¢iimlerinden
Metal - Yaniletken yiizeyler arasi yiik tagiyicilarin enjeksivonu  aragtinlmustir.  Aynca
deneysel sonuglardan, M — GaSe,;Te, — M sistemde olusan Schottky engeli parametreleri
belirlenmigtir.
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